1. Bangolaidinis moduliatorius, sudarytas iš metalinių bangolaidžių (1), atvirojo cilindrinio silicio karbido (SiC) bangolaidžio (4), kurio santykinė dielektrinė skvarba priklauso nuo temperatūros, bangolaidžio konstrukcija sujungta su nuolatinės srovės šaltiniu (3), kurio laidai prijungti prie bangolaidžio konstrukcijoje padarytų metalinių įbrėžų (2),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bangolaidis (4) yra tuščiaviduris ir turi išilginį kanalą (5) viduje.

2. SiC fazės moduliatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kanalas (5) užpildytas šaldymo agentu ir prijungtas prie aušinimo sistemos (6).

3. SiC fazės moduliatorius pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinio bangolaidžio normuotas dažnis yra diapazone nuo 0,038 GHz m iki 0,062 GHz m, o kanalo normuotas spindulys yra intervale r/R = 0,2–0,5.
